Modelowanie systeméw
Przykladowe zadania

. Metoda trapezéw numerycznego rozwiazywania réwnania rézniczkowego
dy@®
= f(yt
it (y,t)
. . T
jest nastepujaca: y(k) = y(k=1) +5(f (vt )+ Fyk =Dt ).

Stosujac te metode, okresli¢ odpowiedni cyfrowy model:
a) indukcyjnosci L,

b) pojemnosci C,

c) galezi szeregowo polaczonych elementéw RL.

. Na rysunkach (a) podane sa schematy gatezi obwodu elektrycznego, ktérym odpo-
wiadaja modele przedstawione odpowiednio na rysunkach (b). Okresli¢ parametry
G oraz j(k—1) tych modeli, przyjmujac aproksymacje catkowania wedtug;:

- metody prostokatow,
- metody trapezéw
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3. Model cyfrowy bezstratnej jednofazowej linii dtugiej jest przedstawiony réwnaniem:
i,(k)=G;u,(k)-=G;u,(k —m)—i;(k —m) ianalogicznie dla drugiej strony linii,

. r | 1 L' 1

gdzie: m_?_ﬁ, V—W, Z, _\/;’ G, _Z_f'
L', C' - parametry jednostkowe linii, T - okres modelowania, | - dlugos¢ linii.
Symulacja procesu przejsciowego z udzialem tego modelu wymaga znajomosci sche-
matow zastepczych ukladéw po obu korcach linii. Okresli¢ model cyfrowy ukladu
przesytowego, w ktérym linia zasilana jest idealnym Zrédtem napiecia, a drugi koniec
linii jest:

a) zwarty,

b) otwarty.

4. Okresli¢ cyfrowe modele wedlug metody trapezéw podanych galezi.
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5. Posta¢ macierzowa metody potencjaléw wezlowych jest okreslona nastepujacym
rownaniem:
GU=J

gdzie: G - macierz przewodnosci wezlowych, U - wektor nieznanych napie¢ wezto-
wych, J - wektor zrédlowych pradéw weztowych.

Okresli¢ posta¢ macierzy G oraz wektora J dla modelu cyfrowego podanej sieci (rysu-
nek a), przy zalozeniu, ze pojemnosci i indukcyjnosci sa reprezentowane modelem jak
na rysunku (b). Przyja¢ podana numeracje weztéw. Weztem odniesienia jest ziemia.
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6. Proces przejSciowy w bezstratnej linii dtugiej jest okreslony nastepujaca zaleznoscia:
(k) =G U, (k)= Gu, (k—=m)—i, (k —m),

T |
dziee m=—=—, v=—— G, =—
gdz T T \/LC' \/7

L', C' - parametry jednostkowe linii, T - okres modelowania, | - dtugos¢ linii.

Poda¢ pig¢ pierwszych probek pradu i,(k) przy wymuszeniu w postaci napiecia sta-
tego u, (k) =100V w linii jak na rysunku.

Przyjac nastepujace parametry: T =0,0001s, Z, =300Q, m=3.
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7. W podanym obwodzie u1 = 10V, Ry = 50, natomiast nieliniowy opornik jest okre-
Slony za pomoca nastepujacej funkcji: u = ZW . Okresli¢ spos6b obliczenia wartosci

pradu i1.
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8. W podanym obwodzie okresli¢ wartos¢ pradu i, przy nastepujacych danych obwo-
du:

u =10V, Ry =5Q

Opornik R> jest okreslony za pomoca nastepujacej zaleznosci:
i=i(u,)=02u,(1+u?).

W ponizszym schemacie L, jest indukcyjnoscia o znanej nieliniowej charakterystyce;
pozostate elementy sa liniowe o znanych parametrach. Poda¢ schemat modelu dys-

kretnego utworzonego na podstawie metody potencjaléw weztowych, ktéry pozwo-
li na symulacje stanu dynamicznego w tym obwodzie.
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10. Okresli¢ modele podanych obwodéw w postaci rownan stanu
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11. W obwodach podanych w powyzszym zadaniu znane jest napiecie zasilajgce:
u(t) = 100sin(100xnt) oraz parametry: R1 = R» =1Q, L = 0,5H, C = 1pF.
a) Okresdli¢ sposob obliczania warunkéw poczatkowych dla modelu zmiennych
stanu (t = 0).

b) Okresli¢ warunki poczatkowe dla modelu dyskretnego zdefiniowanego wg
metody potencjatéw weztowych.



